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1.はじめに  我々はこれまで，磁気電析が電析膜の表面にキラリティを誘発することを見出して

きた．キラリティの発現は，マイクロ MHD 渦流にマクロな垂直 MHD 対流が作用し，マイクロ

MHD渦流の対称性が破れることにより起こる．したがって，キラリティの符号は磁場の極性に依

存する．事実，これまでほとんどの実験において磁場反転によりキラリティの符号も反転するこ

とが確認されている[1,2]．しかしながら，銅の磁気電析において塩化物イオンが吸着する系にお

いては，そのような磁場依存性が破れることが見つかった．そこで，どのような条件でキラリテ

ィの磁場依存性が破れるのかを探索してみた． 

2.実験 銅の磁気電析を 50mM 硫酸銅+0.5M 硫酸水溶液中，直径 3 mm の白金ディスク電極を用

いて定電流モードで行った．磁場は 1 ~ 5Tで，ファラデー電流に平行(+)か反平行(–)に印加した．

作製した磁気電析（MED）膜を電極に用いて，アラニンのエナンチオマーのボルタモグラムを測定し

た．ボルタモグラムにおけるキラル挙動を定量化するために，ee (enantiomeric excess)を次のように定義し

た．ee = (ipL - ipD) / (ipL + ipD), ここで ipL と ipD は L体および D体のピーク電流である． 

3.結果	 Fig.1 に 5T-膜(a,b)と 2T-膜(c,d)の ee値の電析電流依存性を示す．+5T-膜では低電流域

で D-活性，高電流域で L-活性を示しているのに対し，－5T-膜では，反対のキラル符号を示して

いる．ところが，2T-膜においては両

方の磁場極性において，低電流域で

D-活性，高電流域で L-活性を示して

いる．磁場が比較的弱いときには，マ

イクロ MHD 渦流の強固な自己組織

化状態が壊れてくるため，キラリテ

ィの磁場依存性が破れるのではない

かと推察している．	
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Fig. 1. The ee ratio profiles of MED films. a; +5T-film, b; 
–5T-films, c; +2T-film and d; –2T-film. 
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